Verwendung: Niederfrequenz-Transistor mit
hoher Spannungsfestigkeit, fiir Umgebungs-
temperaturen von —20 °C bis -165°C

GC 123

Standard: TGL 200-8393

Abmessungen: Bauform A 3/25b,
TGL 11 811
Masse =~ 0,8 g

Zubehorteile siehe Seite 10

Zulassige Hochstwerte

far #a = 45°C
-Uceo = 70V -lc = 250 mA
-UsBo = 15V -lB = 50mA
-UCER = 66V ¥ = 80°C
bei RBE = 1 k2 fa = 65°C
Kennwerte fiir #a = 25°C -5 grd Wadrmewiderstand Ry, < 0,38 r?]:;:,
. grd
Rthi = 0,05 W
Min ‘ Typ ’ Max ‘ MeBbedingungen
Reststrome
-IcBO ; 9 uA 18upA | -UcB =15V
-lEBO 12 A 50 pA U =10V
-lCER | | 100 A -Ucer = 66 V; RBE = 1 kQ
Grenzfrequenz
h21e . 12 kHz | | | -Uce =2V, Ic = 10 mA
Gleichstromverstarkung
| -Uce = 0,5 V, -lc = 100 mA
5 Stromverstérkungsgruppen
B .18 35 A
B 29 55 B
B 45 . 88 C
B L 12 i 139 D
Stromverstéirkungsabfall
B1oo | 13 ) B1oo bei Ic = 100 mA
Baso | ’ | Beso bei lc = 250 mA

Bestelibeispiel tiir einen Transistor
mit der Stromverstdarkungsgruppe B

Transistor GC 123
Kiihlschelle: Bestell-Nr. 5801.031-02003



Verlustleistung in Abhdngigkeit von der . ‘
Umgebungstemperatur 4a bei verschiede-

nen Al-KiihiblechgroBen von 2 mm Stdrke 08
(vertikale Montage, Blech ungeschwdrzt) 3\

1 freitragend

2 mit Kiihlschelle

3, 4 und 5 Kuhlflache

6 ideale Wdarmeableitung

Kollektor-Emitter-Spannung in Abhdngigkeit -

vom BasisabschluBwiderstand
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Emitter-Basis-Reststrom als Funktion
der Sperrschichttemperatur
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Kollektcr-Emitter-Reststrom als Funktion
der Sperrschichttemperatur

70¢

707

Yoro (WA) —

107

107

-JCEO =f ()
"UCE = 8V
F
/
F

-40 -20 0 20 40 60 80
% L) ==



Kollektor-Emitter-Reststrom als Funktion
der Sperrschichttemperatur

Jeer = T (V)
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RBE = H(Jz
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Kollektor-Emitter-Restspannung ols Funktion des Kollektorstromes
und der Gehdusetemperatur

“Upgrest = F (7 Y5)
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